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	 カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェン、グラフェンナノリボン(GNR)は次世代半導
体材料として注目されているが、幅や大きさ、エッジ構造の規定されたグラフェンや GNR
の合成は容易ではない。2010 年以降、超高真空下金属基板表面におけるグラフェンナノ
リボンの合成が相次いで報告されているが、いまだに報告例は限られている[1]。とくにエ
ッジが修飾された GNRはいまだ報告されていないが、エッジに自由に官能基を導入する
ことができれば GNRの電子状態のコントロールが可能になり、応用範囲が大きく拡大す
ることが期待される。 
	 今回我々は、エッジがフッ素で修飾されたアームチェア型 GNR(F-AGNR)の合成を試み
た。フッ素同士の立体反発による歪みをさけるために、モノマーには HFH-DBTA を用い
た（図１）。HFH-DBTA を Au(111)上に蒸着したのち、300 度でアニーリングすることで
ポリマーへ、さらに 400度に加熱すると GNRへと段階的に変換することを STM観測によ
り確認した。しかし、X線光電子分光（XPS）の測定により各段階でのフッ素の存在を確
認すると、ポリマー上では観測されるものの GNRでは検出されず、ポリマーからリボン
へと変換する過程でフッ素が脱離したことが確認された。そこで、DFT計算によりフッ素
が脱離するメカニズムを検討したので、あわせて報告する。 
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